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(57)【要約】
【課題】有機電界発光素子に伝達される電流量を調節し
て該素子の効率低下による残像現象を抑制し、駆動トラ
ンジスタの閾値電圧を補償する有機電界発光表示装置を
提供する。
【解決手段】本有機電界発光表示装置は、走査線に制御
電極が連結されたデータ線と第１電源電圧線との間の第
１スイッチング素子と、第１電源電圧線と第２電源電圧
線との間の駆動トランジスタと、発光制御線に制御電極
が連結された第１電源電圧線と駆動トランジスタとの間
の第２スイッチング素子と、走査線に制御電極が連結さ
れた第２スイッチング素子と駆動トランジスタとの間の
第３スイッチング素子と、第１電源電圧線と駆動トラン
ジスタの制御電極との間の第１容量性素子と、第１容量
性素子と第２スイッチング素子との間の第２容量性素子
と、駆動トランジスタと第２電源電圧線との間の有機電
界発光素子と、を含むことを特徴とする。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　走査線に制御電極が電気的に連結されてデータ線と第１電源電圧線との間に電気的に連
結された第１スイッチング素子と、
　前記第１電源電圧線と第２電源電圧線との間に電気的に連結された駆動トランジスタと
、
　発光制御線に制御電極が電気的に連結されて前記第１電源電圧線と前記駆動トランジス
タとの間に電気的に連結された第２スイッチング素子と、
　前記走査線に制御電極が電気的に連結されて前記第２スイッチング素子と前記駆動トラ
ンジスタとの間に電気的に連結された第３スイッチング素子と、
　前記第１電源電圧線と前記駆動トランジスタの制御電極との間に電気的に連結された第
１容量性素子と、
　前記第１容量性素子と前記第２スイッチング素子との間に電気的に連結された第２容量
性素子と、
　前記駆動トランジスタと前記第２電源電圧線との間に電気的に連結された有機電界発光
素子と、を含むことを特徴とする有機電界発光表示装置。
【請求項２】
　前記第１スイッチング素子は、制御電極が前記走査線に電気的に連結されて、第１電極
が前記データ線に電気的に連結されて、第２電極が前記駆動トランジスタの第１電極に電
気的に連結されたことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項３】
　前記第２スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記第３スイッチング素子と前記第２容量性素子との間に電気的に連結されて、第
２電極が前記第１電源電圧線に電気的に連結されたことを特徴とする請求項１に記載の有
機電界発光表示装置。
【請求項４】
　前記第３スイッチング素子は、制御電極が前記走査線に電気的に連結されて、第１電極
が前記有機電界発光素子のアノードに電気的に連結されて、第２電極が前記第２スイッチ
ング素子の第１電極に電気的に連結されたことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発
光表示装置。
【請求項５】
　前記第１容量性素子の第１電極が前記第１電源電圧線に電気的に連結されて、第２電極
が前記駆動トランジスタの制御電極と第２容量性素子の第１電極との間に電気的に連結さ
れたことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項６】
　前記第２容量性素子の第１電極が前記駆動トランジスタの制御電極に電気的に連結され
て、第２電極が前記第２スイッチング素子の第１電極と第３スイッチング素子の第２電極
との間に電気的に連結されたことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項７】
　前記駆動トランジスタは、制御電極が前記第１容量性素子と前記第２容量性素子との間
に電気的に連結されて、第１電極が前記第１スイッチング素子と前記第１電源電圧線との
間に電気的に連結されて、第２電極が前記有機電界発光素子のアノードに電気的に連結さ
れたことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項８】
　前記有機電界発光表示は、アノードが前記第３スイッチング素子の第１電極と前記駆動
トランジスタの第２電極との間に電気的に連結されて、カソードが前記第２電源電圧線に
電気的に連結されたことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項９】
　前記駆動トランジスタには、前記駆動トランジスタの制御電極に初期化電圧を印加して
前記第１容量性素子及び前記第２容量性素子に保存された電圧を初期化する第４スイッチ
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ング素子が電気的に連結されたことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置
。
【請求項１０】
　前記第４スイッチング素子は、制御電極が以前走査線に電気的に連結されて、第１電極
が前記第１容量性素子と前記第２容量性素子との間に電気的に連結されて、第２電極が第
３電源電圧線に電気的に連結されたことを特徴とする請求項９に記載の有機電界発光表示
装置。
【請求項１１】
　前記駆動トランジスタには、前記駆動トランジスタをダイオード連結させる第５スイッ
チング素子が電気的に連結されたことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装
置。
【請求項１２】
　前記第５スイッチング素子は、制御電極が前記走査線に電気的に連結されて、第１電極
が前記駆動トランジスタの制御電極に電気的に連結されて、第２電極が前記有機電界発光
素子のアノードと駆動トランジスタの第２電極との間に電気的に連結されたことを特徴と
する請求項１１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１３】
　前記駆動トランジスタには、前記駆動トランジスタに第１電源電圧を印加する第６スイ
ッチング素子が電気的に連結されたことを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示
装置。
【請求項１４】
　前記第６スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記第１スイッチング素子と駆動トランジスタとの間に電気的に連結されて、第２
電極が前記第１電源電圧線と第１容量性素子との間に電気的に連結されたことを特徴とす
る請求項１３に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１５】
　前記駆動トランジスタと前記有機電界発光素子との間には、駆動電流を有機電界発光素
子に印加する第７スイッチング素子が電気的に連結されたことを特徴とする請求項１に記
載の有機電界発光表示装置。
【請求項１６】
　前記第７スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記駆動トランジスタと第５スイッチング素子との間に電気的に連結されて、第２
電極が前記有機電界発光素子と第３スイッチング素子との間に電気的に連結されたことを
特徴とする請求項１５に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１７】
　前記第１容量性素子と第３電源電圧線との間に電気的に連結されて、以前走査線に制御
電極が電気的に連結された第４スイッチング素子と、
　前記駆動トランジスタをダイオード連結させる第５スイッチング素子と、
　前記発光制御線に制御電極が電気的に連結されて前記駆動トランジスタと前記第１電源
電圧線との間に電気的に連結された第６スイッチング素子と、
　前記発光制御線に制御電極が電気的に連結されて前記駆動トランジスタと前記有機電界
発光素子との間に電気的に連結された第７スイッチング素子と、を含むことを特徴とする
請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項１８】
　前記第４スイッチング素子は、制御電極が前記以前走査線に電気的に連結されて、第１
電極が前記第１容量性素子と前記第２容量性素子との間に電気的に連結されて、第２電極
が第３電源電圧線に電気的に連結されたことを特徴とする請求項１７に記載の有機電界発
光表示装置。
【請求項１９】
　前記第５スイッチング素子は、制御電極が前記走査線に電気的に連結されて、第１電極
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が前記駆動トランジスタの制御電極に電気的に連結されて、第２電極が前記有機電界発光
素子のアノードに電気的に連結されたことを特徴とする請求項１７に記載の有機電界発光
表示装置。
【請求項２０】
　前記第６スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記第１スイッチング素子と駆動トランジスタとの間に電気的に連結されて、第２
電極が前記第１電源電圧線と第１容量性素子との間に電気的に連結されたことを特徴とす
る請求項１７に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２１】
　前記第７スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記駆動トランジスタに電気的に連結されて、第２電極が前記有機電界発光素子と
第３スイッチング素子との間に電気的に連結されたことを特徴とする請求項１７に記載の
有機電界発光表示装置。
【請求項２２】
　前記第１スイッチング素子ないし第７スイッチング素子は、Ｐ型チャネルトランジスタ
であることを特徴とする請求項１７に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２３】
　前記駆動トランジスタは、Ｐ型チャネルトランジスタであることを特徴とする請求項１
に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２４】
　前記有機電界発光素子は、発光層を備えており、前記発光層は蛍光材料及び燐光材料の
うち選択されたいずれか１つまたはその混合物であることを特徴とする請求項１に記載の
有機電界発光表示装置。
【請求項２５】
　前記駆動トランジスタは、非晶質シリコン薄膜トランジスタ、ポリシリコン薄膜トラン
ジスタ、有機薄膜トランジスタ、及びナノ薄膜トランジスタのうち選択されたいずれか１
つであることを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２６】
　前記駆動トランジスタは、ニッケル（Ｎｉ）、カドミウム（Ｃｄ）、コバルト（Ｃｏ）
、チタン（Ｔｉ）、パラジウム（Ｐｄ）、及びタングステン（Ｗ）のうち選択されたいず
れか１つを有するポリシリコントランジスタであることを特徴とする請求項１に記載の有
機電界発光表示装置。
【請求項２７】
　前記第２電源電圧線の第２電源電圧は、前記第１電源電圧線の第１電源電圧より低いこ
とを特徴とする請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２８】
　前記第１容量性素子と以前走査線との間に電気的に連結されて以前走査線に制御電極が
電気的に連結された第４スイッチング素子と、
　前記駆動トランジスタをダイオード連結させる第５スイッチング素子と、
　前記発光制御線に制御電極が電気的に連結されて前記駆動トランジスタと前記第１電源
電圧線との間に電気的に連結された第６スイッチング素子と、
　前記発光制御線に制御電極が電気的に連結されて前記駆動トランジスタと前記有機電界
発光素子との間に電気的に連結された第７スイッチング素子と、を含むことを特徴とする
請求項１に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項２９】
　前記第４スイッチング素子は、制御電極が前記以前走査線に電気的に連結されて、第１
電極が前記第１容量性素子と前記第２容量性素子との間に電気的に連結されて、第２電極
が以前走査線に電気的に連結されたことを特徴とする請求項２８に記載の有機電界発光表
示装置。
【請求項３０】



(5) JP 2008-216962 A 2008.9.18

10

20

30

40

50

　前記第５スイッチング素子は、制御電極が前記走査線に電気的に連結されて、第１電極
が前記駆動トランジスタの制御電極に電気的に連結されて、第２電極が前記有機電界発光
素子のアノードに電気的に連結されたことを特徴とする請求項２８に記載の有機電界発光
表示装置。
【請求項３１】
　前記第６スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記第１スイッチング素子と駆動トランジスタとの間に電気的に連結されて、第２
電極が前記第１電源電圧線と第１容量性素子との間に電気的に連結されたことを特徴とす
る請求項２８に記載の有機電界発光表示装置。
【請求項３２】
　前記第７スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記駆動トランジスタに電気的に連結されて、第２電極が前記有機電界発光素子と
第３スイッチング素子との間に電気的に連結されたことを特徴とする請求項２８に記載の
有機電界発光表示装置。
【請求項３３】
　前記第１スイッチング素子ないし第７スイッチング素子は、Ｐ型チャネルトランジスタ
であることを特徴とする請求項２８に記載の有機電界発光表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機電界発光表示装置に関し、より詳しくは、有機電界発光素子の効率低下
による残像（ｉｍａｇｅ ｓｔｉｃｋｉｎｇ）を抑制することができ、駆動トランジスタ
の閾値電圧（ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ ｖｏｌｔａｇｅ）を補償することができる有機電界発
光表示装置に関する。
　本願は、韓国で２００７年３月２日に出願された韓国特許出願Ｎｏ．１０－２００７－
００２０７３６号に対し優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の有機電界発光表示装置は、蛍光性または燐光性有機化合物を電気的に励起させて
発光させる表示装置であって、Ｎ×Ｍ個の有機発光セルを駆動して映像を表現できるよう
になっている。このような有機発光セルは、図１に示されたようにアノード（ＩＴＯ）、
有機薄膜、カソード（ｍｅｔａｌ）の構造になっている。有機薄膜は、電子と正孔の均衡
を高めて発光効率を向上させるために発光層（ｅｍｉｔｔｉｎｇ ｌａｙｅｒ、ＥＭＬ）
、電子輸送層（ｅｌｅｃｔｒｏｎ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｌａｙｅｒ、ＥＴＬ）、及び正孔
輸送層（ｈｏｌｅ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｌａｙｅｒ、ＨＴＬ）を含む多層構造でなってお
り、また別の電子注入層（ｅｌｅｃｔｒｏｎ ｉｎｊｅｃｔｉｎｇ ｌａｙｅｒ、ＥＩＬ）
と正孔注入層（ｈｏｌｅ ｉｎｊｅｃｔｉｎｇ ｌａｙｅｒ、ＨＩＬ）を含むことができる
。
【０００３】
　アノード電極は、発光層ＥＭＬに正孔を供給できるように第１電源と接続される。カソ
ード電極は、発光層ＥＭＬに電子を供給できるように第１電源より低い第２電源と接続さ
れる。すなわち、アノード電極はカソード電極に比べて相対的に高い正極性（＋）の電位
を有し、カソード電極はアノード電極に比べて相対的に低い負極性（－）の電位を有する
。
【０００４】
　正孔輸送層ＨＴＬは、アノード電極から供給される正孔を加速して発光層ＥＭＬに供給
する。電子輸送層ＥＴＬは、カソード電極から供給される電子を加速し、発光層ＥＴＬか
ら供給される電子は発光層ＥＭＬで衝突する。このとき、発光層ＥＭＬで電子と正孔とが
再結合するようになり、これによって所定の光が生成される。実質的に発光層ＥＭＬは有
機物質などで形成され、電子と正孔とが再結合する際、赤色Ｒ、緑Ｇ、及び青色Ｂのうち
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いずれか１つの光を生成する。
【０００５】
　このような有機電界発光素子ＯＬＥＤにおいて、アノード電極に印加される電圧はカソ
ード電極に印加される電圧より常に高く設定されるため、アノード電極側には負極性（－
）のキャリア（Ｃａｒｒｉｅｒ）が位置され、カソード電極側には正極性（＋）のキャリ
アが位置される。ここで、アノード電極に位置された負極性（－）のキャリア及びカソー
ド電極に位置された正極性（＋）のキャリアが長期間維持されると、発光に寄与する電子
及び正孔の移動量が少なくなる。それによって有機電界発光素子ＯＬＥＤは使うほど効率
が低下し、寿命が短くなって残像現象が起きることになる。
【特許文献１】韓国特許出願公開第１０－２００７－００２０７３６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述した従来の問題点に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、有
機電界発光素子に伝達される電流量を調節して有機電界発光素子の効率低下による残像現
象を抑制する有機電界発光表示装置を提供するところにある。
【０００７】
　また、本発明の他の目的は、駆動トランジスタの閾値電圧の不規則性を補償して高階調
の有機電界発光表示装置を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するため、本発明による有機電界発光表示装置は、走査線に制御電極が
電気的に連結されてデータ線と第１電源電圧線との間に電気的に連結された第１スイッチ
ング素子と、前記第１電源電圧線と第２電源電圧線との間に電気的に連結された駆動トラ
ンジスタと、発光制御線に制御電極が電気的に連結されて前記第１電源電圧線と前記駆動
トランジスタとの間に電気的に連結された第２スイッチング素子と、前記走査線に制御電
極が電気的に連結されて前記第２スイッチング素子と前記駆動トランジスタとの間に電気
的に連結された第３スイッチング素子と、前記第１電源電圧線と前記駆動トランジスタの
制御電極との間に電気的に連結された第１容量性素子と、前記第１容量性素子と前記第２
スイッチング素子との間に電気的に連結された第２容量性素子と、前記駆動トランジスタ
と前記第２電源電圧線との間に電気的に連結された有機電界発光素子と、を含むことがで
きる。
【０００９】
　前記第１スイッチング素子は、制御電極が前記走査線に電気的に連結されて、第１電極
が前記データ線に電気的に連結されて、第２電極が前記駆動トランジスタの第１電極に電
気的に連結されることができる。
【００１０】
　前記第２スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記第３スイッチング素子と前記第２容量性素子との間に電気的に連結されて、第
２電極が前記第１電源電圧線に電気的に連結されることができる。
【００１１】
　前記第３スイッチング素子は、制御電極が前記走査線に電気的に連結されて、第１電極
が前記有機電界発光素子のアノードに電気的に連結されて、第２電極が前記第２スイッチ
ング素子の第１電極に電気的に連結されることができる。
【００１２】
　前記第１容量性素子は、第１電極が前記第１電源電圧線に電気的に連結されて、第２電
極が前記駆動トランジスタの制御電極と第２容量性素子の第１電極との間に電気的に連結
されることができる。
【００１３】
　前記第２容量性素子は、第１電極が前記駆動トランジスタの制御電極に電気的に連結さ
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れて、第２電極が前記第２スイッチング素子の第１電極と第３スイッチング素子の第２電
極との間に電気的に連結されることができる。
【００１４】
　前記駆動トランジスタは、制御電極が前記第１容量性素子と前記第２容量性素子との間
に電気的に連結されて、第１電極が前記第１スイッチング素子と前記第１電源電圧線との
間に電気的に連結されて、第２電極が前記有機電界発光素子のアノードに電気的に連結さ
れることができる。
【００１５】
　前記有機電界発光素子は、アノードが前記第３スイッチング素子の第１電極と前記駆動
トランジスタの第２電極との間に電気的に連結されて、カソードが前記第２電源電圧線に
電気的に連結されることができる。
【００１６】
　前記駆動トランジスタには、前記駆動トランジスタの制御電極に初期化電圧を印加して
前記第１容量性素子及び前記第２容量性素子に保存された電圧を初期化する第４スイッチ
ング素子が電気的に連結されることができる。
【００１７】
　前記第４スイッチング素子は、第１電極が前記第１容量性素子と前記第２容量性素子と
の間に電気的に連結されて、第２電極が第３電源電圧線に電気的に連結されて、制御電極
が以前走査線に電気的に連結されることができる。
【００１８】
　前記駆動トランジスタには、前記駆動トランジスタをダイオード連結させる第５スイッ
チング素子が電気的に連結されることができる。
【００１９】
　前記第５スイッチング素子は、制御電極が前記走査線に電気的に連結されて、第１電極
が前記駆動トランジスタの制御電極に電気的に連結されて、第２電極が前記有機電界発光
素子のアノードと駆動トランジスタの第２電極との間に電気的に連結されることができる
。
【００２０】
　前記駆動トランジスタには、前記駆動トランジスタに第１電源電圧を印加する第６スイ
ッチング素子が電気的に連結されることができる。
【００２１】
　前記第６スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記第１スイッチング素子と駆動トランジスタとの間に電気的に連結されて、第２
電極が前記第１電源電圧線と第１容量性素子との間に電気的に連結されることができる。
【００２２】
　前記駆動トランジスタと前記有機電界発光素子との間には、駆動電流を有機電界発光素
子に印加する第７スイッチング素子が電気的に連結されることができる。
【００２３】
　前記第７スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記駆動トランジスタと第５スイッチング素子との間に電気的に連結されて、第２
電極が前記有機電界発光素子と第３スイッチング素子との間に電気的に連結されることが
できる。
【００２４】
　前記第１容量性素子と第３電源電圧線との間に電気的に連結されて、以前走査線に制御
電極が電気的に連結された第４スイッチング素子と、前記駆動トランジスタをダイオード
連結させる第５スイッチング素子と、前記発光制御線に制御電極が電気的に連結されて前
記駆動トランジスタと前記第１電源電圧線との間に電気的に連結された第６スイッチング
素子と、前記発光制御線に制御電極が電気的に連結されて前記駆動トランジスタと前記有
機電界発光素子との間に電気的に連結された第７スイッチング素子と、を含むことができ
る。
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【００２５】
　前記第４スイッチング素子は、制御電極が前記以前走査線に電気的に連結されて、第１
電極が前記第１容量性素子と前記第２容量性素子との間に電気的に連結されて、第２電極
が第３電源電圧線に電気的に連結されることができる。
【００２６】
　前記第５スイッチング素子は、制御電極が前記走査線に電気的に連結されて、第１電極
が前記駆動トランジスタの制御電極に電気的に連結されて、第２電極が前記有機電界発光
素子のアノードに電気的に連結されることができる。
【００２７】
　前記第６スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記第１スイッチング素子と駆動トランジスタとの間に電気的に連結されて、第２
電極が前記第１電源電圧線と第１容量性素子との間に電気的に連結されることができる。
【００２８】
　前記第７スイッチング素子は、制御電極が前記発光制御線に電気的に連結されて、第１
電極が前記駆動トランジスタに電気的に連結されて、第２電極が前記有機電界発光素子と
第３スイッチング素子との間に電気的に連結されることができる。
【００２９】
　前記第１スイッチング素子ないし第７スイッチング素子は、Ｐ型チャネルトランジスタ
であり得る。
【００３０】
　前記駆動トランジスタは、Ｐ型チャネルトランジスタであり得る。
【００３１】
　前記有機電界発光素子は、発光層を備えており、前記発光層は蛍光材料及び燐光材料の
うち選択されたいずれか１つまたはその混合物であり得る。
【００３２】
　前記駆動トランジスタは、非晶質シリコン薄膜トランジスタ、ポリシリコン薄膜トラン
ジスタ、有機薄膜トランジスタ、及びナノ薄膜トランジスタのうち選択されたいずれか１
つであり得る。
【００３３】
　前記駆動トランジスタは、ニッケル（Ｎｉ）、カドミウム（Ｃｄ）、コバルト（Ｃｏ）
、チタン（Ｔｉ）、パラジウム（Ｐｄ）、及びタングステン（Ｗ）のうち選択されたいず
れか１つを有するポリシリコントランジスタであり得る。
【００３４】
　前記第２電源電圧線の第２電源電圧は、前記第１電源電圧線の第１電源電圧より低いこ
とがある。
【００３５】
　前記第１容量性素子と以前走査線との間に電気的に連結されて以前走査線に制御電極が
電気的に連結された第４スイッチング素子と、前記駆動トランジスタをダイオード連結さ
せる第５スイッチング素子と、前記発光制御線に制御電極が電気的に連結されて前記駆動
トランジスタと前記第１電源電圧線との間に電気的に連結された第６スイッチング素子と
、前記発光制御線に制御電極が電気的に連結されて前記駆動トランジスタと前記有機電界
発光素子との間に電気的に連結された第７スイッチング素子と、を含むことができる。
【００３６】
　前記のようにして本発明による有機電界発光表示装置は、有機電界発光素子に伝達され
る電流量を調節して有機電界発光素子の効率低下による残像現象を抑制するようになる。
【００３７】
　また前記のようにして本発明による有機電界発光表示装置は、駆動トランジスタの閾値
電圧の不規則性を補償して高階調を具現する。
【００３８】
　有機電界発光素子は、陽極（Ａｎｏｄｅ）、有機層、及び陰極（Ｃａｔｈｏｄｅ）でな
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っている。前記有機層は、電子と正孔とが一対となって励起子（Ｅｘｃｉｔｏｎ）を形成
して発光する発光層（ＥＭｉｔｔｉｎｇ Ｌａｙｅｒ、ＥＭＬ）、電子を輸送する電子輸
送層（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌａｙｅｒ、ＥＴＬ）、正孔を輸送する正
孔輸送層（Ｈｏｌｅ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌａｙｅｒ、ＨＴＬ）でなり得る。また、前記
電子輸送層の一側面には、電子を注入する電子注入層（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｉｎｊｅｃｔ
ｉｎｇ Ｌａｙｅｒ、ＥＩＬ）が形成され、前記正孔輸送層の一側面には正孔を注入する
正孔注入層（Ｈｏｌｅ Ｉｎｊｅｃｔｉｎｇ Ｌａｙｅｒ、ＨＩＬ）がさらに形成されるこ
とができる。さらに、燐光型有機電界発光素子の場合には、正孔抑制層（Ｈｏｌｅ Ｂｌ
ｏｃｋｉｎｇ Ｌａｙｅｒ、ＨＢＬ）が発光層ＥＭＬと電子輸送層ＥＴＬとの間に選択的
に形成されることができ、電子抑制層（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｂｌｏｃｋｉｎｇ Ｌａｙｅｒ
、ＥＢＬ）が発光層ＥＭＬと正孔輸送層ＨＴＬとの間に選択的に形成されることができる
。
【００３９】
　また、前記有機層は、２種の層を組み合わせてその厚さを減少させるスリム型有機電界
発光素子（Ｓｌｉｍ ＯＬＥＤ）構造で形成することもできる。例えば、正孔注入層と正
孔輸送層とを同時に形成する正孔注入輸送層（Ｈｏｌｅ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｔｒａｎｓ
ｐｏｒｔ Ｌａｙｅｒ、ＨＩＴＬ）構造、及び電子注入層と電子輸送層とを同時に形成す
る電子注入輸送層（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ｌａｙ
ｅｒ、ＥＩＴＬ）構造を選択的に形成することができる。前記のようなスリム型有機電界
発光素子は、発光効率を向上させるのにその使用の目的がある。
【００４０】
　また、陽極と発光層との間には、選択層としてバッファ層（Ｂｕｆｆｅｒ Ｌａｙｅｒ
）を形成することができる。前記バッファ層は、電子をバッファリングする電子バッファ
層（Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｂｕｆｆｅｒ Ｌａｙｅｒ）と正孔をバッファリングする正孔バッ
ファ層（Ｈｏｌｅ Ｂｕｆｆｅｒ Ｌｅｙｅｒ）とに区分することができる。前記電子バッ
ファ層は、陰極と電子注入層ＥＩＬとの間に選択的に形成することができ、前記電子注入
層ＥＩＬの機能に代わって形成することができる。このとき、前記有機層の積層構造は、
発光層ＥＭＬ／電子輸送層ＥＴＬ／電子バッファ層／陰極となり得る。また、前記正孔バ
ッファ層は、陽極と正孔注入層ＨＩＬとの間に選択的に形成することができ、正孔注入層
ＨＩＬの機能に代わって形成することができる。このとき、前記有機層の積層構造は、陽
極／正孔バッファ層／正孔輸送層ＨＴＬ／発光層ＥＭＬとなり得る。
【００４１】
　前記構造について可能な積層構造を記載すると、次のようである。
　ａ）正常積層構造（Ｎｏｒｍａｌ Ｓｔａｃｋ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）
　１）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
　２）陽極／正孔バッファ層／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入
層／陰極
　３）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／電子バッファ
層／陰極
　４）陽極／正孔バッファ層／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入
層／電子バッファ層／陰極
　５）陽極／正孔注入層／正孔バッファ層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入
層／陰極
　６）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／電子バッファ層／電子注入
層／陰極
【００４２】
　ｂ）正常スリム構造（Ｎｏｒｍａｌ Ｓｌｉｍ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）
　１）陽極／正孔注入輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
　２）陽極／正孔バッファ層／正孔注入輸送層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
　３）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子注入輸送層／電子バッファ層／陰極
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　４）陽極／正孔バッファ層／正孔輸送層／発光層／電子注入輸送層／電子バッファ層／
陰極
　５）陽極／正孔注入輸送層／正孔バッファ層／発光層／電子輸送層／電子注入層／陰極
　６）陽極／正孔注入層／正孔輸送層／発光層／電子バッファ層／電子注入輸送層／陰極
【００４３】
　ｃ）逆相積層構造（Ｉｎｖｅｒｔｅｄ Ｓｔａｃｋ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）
　１）陰極／電子注入層／電子輸送層／発光層／正孔輸送層／正孔注入層／陽極
　２）陰極／電子注入層／電子輸送層／発光層／正孔輸送層／正孔注入層／正孔バッファ
層／陽極
　３）陰極／電子バッファ層／電子注入層／電子輸送層／発光層／正孔輸送層／正孔注入
層／陽極
　４）陰極／電子バッファ層／電子注入層／電子輸送層／発光層／正孔輸送層／正孔バッ
ファ層／陽極
　５）陰極／電子注入層／電子輸送層／発光層／正孔輸送層／正孔バッファ層／正孔注入
層／陽極
　６）陰極／電子注入層／電子バッファ層／電子輸送層／発光層／正孔輸送層／正孔注入
層／陽極
【００４４】
　ｄ）逆相スリム構造（Ｉｎｖｅｒｔｅｄ Ｓｉｌｍ Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）
　１）陰極／電子注入層／電子輸送層／発光層／正孔注入輸送層／陽極
　２）陰極／電子注入層／電子輸送層／発光層／正孔注入輸送層／正孔バッファ層／陽極
　３）陰極／電子バッファ層／電子注入輸送層／発光層／正孔輸送層／正孔注入層／陽極
　４）陰極／電子バッファ層／電子注入輸送層／発光層／正孔輸送層／正孔バッファ層／
陽極
　５）陰極／電子注入層／電子輸送層／発光層／正孔バッファ層／正孔注入輸送層／陽極
　６）陰極／電子注入輸送層／電子バッファ層／発光層／正孔輸送層／正孔注入層／陽極
【００４５】
　このような有機電界発光素子を駆動する方式としては、受動マトリクス（Ｐａｓｓｉｖ
ｅ Ｍａｔｒｉｘ）方式と能動マトリクス（Ａｃｔｉｖｅ Ｍａｔｒｉｘ）方式が知られて
いる。前記受動マトリクス方式は、陽極と陰極とを直交させて形成してラインを選択して
駆動することで、製作工程が簡単で投資額が少ないが、大画面具現の際に電流消耗量が多
いという短所がある。前記能動マトリクス方式は、薄膜トランジスタのような能動素子及
び容量性素子を各画素に形成することで、電流消耗量が少なくて画質及び寿命に優れて、
中大型まで拡大可能であるという長所がある。
【００４６】
　上述したように能動マトリクス方式では、有機電界発光素子と薄膜トランジスタを基盤
とした画素回路構成が必須であるが、このとき、前記薄膜トランジスタの結晶化方法とし
ては、多結晶シリコン（Ｐｏｌｙ Ｓｉｌｉｃｏｎ）に結晶化するエキシマレーザー（Ｅ
ｘｃｉｍｅｒ Ｌａｓｅｒ）を使ったレーザー結晶化方法（ＥＬＡ）と、金属触媒（Ｐｒ
ｏｍｏｔｉｎｇ Ｍａｔｅｒｉａｌ）を使った金属触媒結晶化方法（ＭＩＣ：Ｍｅｔａｌ 
Ｉｎｄｕｃｅｄ Ｃｒｙｓｔａｌｉｚａｔｉｏｎ）と、固相結晶化（ＳＰＣ：Ｓｏｌｉｄ 
Ｐｈａｓｅ Ｃｒｙｓｔａｌｉｚａｔｉｏｎ）方法などがある。これらの他にも、従来の
レーザー結晶化方法にマスクを追加して使うＳＬＳ（Ｓｅｑｕｅｎｔｉａｌ Ｌａｔｅｒ
ａｌ Ｓｏｌｉｄｆｉｃａｔｉｏｎ）方法がある。また、非晶質シリコン（ａ－Ｓｉ）と
多結晶シリコン（Ｐｏｌｙ Ｓｉｌｉｃｏｎ）間の結晶粒の大きさを有するマイクロシリ
コン（ｍｉｃｒｏ Ｓｉｌｉｃｏｎ）に結晶化する結晶粒方法には、大きく熱結晶化方法
（Ｔｈｅｒｍａｌ Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ Ｍｅｔｈｏｄ）とレーザー結晶化方
法（Ｌａｓｅｒ Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ Ｍｅｔｈｏｄ）がある。
【００４７】
　前記マイクロシリコンは、結晶粒の大きさが１ｎｍないし１００ｎｍであるものを通常
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言う。前記マイクロシリコンの電子移動度は１から５０以下であり正孔移動度は０．０１
から０．２以下であることが特徴である。前記マイクロシリコンは、前記多結晶シリコン
に比べて結晶粒が小さいことが特徴であって、ポリシリコンに比べて結晶粒間の突出部領
域が小さく形成されて結晶粒間に電子が移動する場合に遮ることがなく、均一な特性を示
すことができる。
【００４８】
　前記マイクロシリコンに結晶化する前記熱結晶化方法は、非晶質シリコンを蒸着すると
同時に結晶化構造を得る方法と再加熱（Ｒｅｈｅａｔｉｎｇ）方法がある。
【００４９】
　前記マイクロシリコンに結晶化する前記レーザー結晶化方法は、非晶質シリコンを化学
真空蒸着（Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｖａｐｏｒ Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）方法で蒸着してからレ
ーザーを用いて結晶化する方法であるが、この際に用いられるレーザーの種類は主にダイ
オードレーザー（Ｄｉｏｄｅ Ｌａｓｅｒ）がある。前記ダイオードレーザーは、主に８
００ｎｍ帯赤色波長を用いて、前記赤色波長はマイクロシリコン結晶質の均一な結晶化に
寄与する役割をする。
【００５０】
　前記多結晶シリコンに結晶化する前記レーザー結晶化方法は、薄膜トランジスタを多結
晶シリコンに結晶化する方法のうち最も多く用いられている。従来の多結晶液晶表示装置
の結晶化方法をそのまま用いることができるだけでなく、工程方法が簡単であり工程方法
に関する技術開発が完了した状態である。
【００５１】
　前記多結晶シリコンに結晶化する前記金属触媒結晶化方法は、前記レーザー結晶化方法
を使わずに低温で結晶化できる方法のうちの１つである。初期には非晶質シリコン（ａ－
Ｓｉ）の表面に金属触媒金属であるＮｉ、Ｃｏ、Ｐｄ、Ｔｉなどを蒸着あるいはスピンコ
ートして前記金属触媒金属が前記非晶質シリコンの表面に直接浸透し、前記非晶質シリコ
ンの相を変化させながら結晶化する方法であって、低温で結晶化できる長所がある。
【００５２】
　前記金属触媒結晶化方法の他の１つは、前記非晶質シリコンの表面に金属層を介在させ
る際にマスクを用いて、前記薄膜トランジスタの特定領域にニッケルシリサイドのような
汚染物の介在を最大限抑制することができる長所がある。前記結晶化方法を金属触媒誘導
側面結晶化方法（ＭＩＬＣ：Ｍｅｔａｌ Ｉｎｄｕｃｅｄ Ｌａｔｅｒａｌ Ｃｒｙｓｔａ
ｌｉｚａｔｉｏｎ）と言う。前記金属触媒誘導側面結晶化方法に用いられるマスクとして
は、シャドー（Ｓｈａｄｏｗ）マスクが用いられるが、前記シャドーマスクは線形マスク
あるいは点型マスクであり得る。
【００５３】
　前記金属触媒結晶化方法のさらに他の１つは、前記非晶質シリコン表面に金属触媒層を
蒸着あるいはスピンコートする際に、キャッピング層（Ｃａｐｐｉｎｇ Ｌａｙｅｒ）を
まず介在させて前記非晶質シリコンに流入される金属触媒量をコントロールする金属触媒
誘導キャッピング層結晶化方法（ＭＩＣＣ：Ｍｅｔａｌ Ｉｎｄｕｃｅｄ Ｃｒｙｓｔａｌ
ｉｚａｔｉｏｎ ｗｉｔｈ Ｃａｐｐｉｎｇ Ｌａｙｅｒ）がある。前記キャッピング層と
しては、シリコン窒化膜（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｎｉｔｒｉｄｅ）を使うことができる。前記
シリコン窒化膜の厚さに応じて前記金属触媒層から前記非晶質シリコンに流入される金属
触媒量が変わる。このとき、前記シリコン窒化膜に流入される金属触媒は前記シリコン窒
化膜の全体に形成されることもでき、シャドーマスクなどを用いて選択的に形成されるこ
ともできる。
【００５４】
　前記金属触媒層が、前記非晶質シリコンを多結晶シリコンに結晶化された以後、選択的
に前記キャッピング層を除去することができる。前記キャッピング層の除去方法には、湿
式エッチング（Ｗｅｔ Ｅｃｔｈｉｎｇ）方法あるいは乾式エッチング（Ｄｒｙ Ｅｃｔｈ
ｉｎｇ）方法を使うことができる。
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【００５５】
　付け加えて、前記多結晶シリコンが形成された後にゲート絶縁膜を形成し、前記ゲート
絶縁膜上にゲート電極を形成する。前記ゲート電極上に層間絶縁膜（Ｉｎｔｅｒｌａｙｅ
ｒ）を形成することができる。前記層間絶縁膜上にビアホール（Ｖｉａ Ｈｏｌｅ）を形
成した後、不純物を前記ビアホールを通じて結晶化された多結晶シリコン上に投入して、
内部の形成された金属触媒不純物を追加的に除去することができる。前記金属触媒不純物
を追加的に除去する方法をゲッタリング工程（Ｇａｔｔｅｒｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ）と
言う。前記ゲッタリング工程には、前記不純物を注入する工程の他、低温で薄膜トランジ
スタを加熱する加熱工程（Ｈｅａｔｉｎｇ Ｐｒｏｃｅｓｓ）がある。前記ゲッタリング
工程を通じて良質の薄膜トランジスタを具現することができる。
【発明の効果】
【００５６】
　本発明による有機電界発光表示装置は、有機電界発光素子に伝達される電流量を調節し
て有機電界発光素子の効率低下による残像現象を抑制する効果がある。
【００５７】
また、前記のようにして本発明による有機電界発光表示装置は、駆動トランジスタの閾値
電圧の不規則性を補償して高階調の有機電界発光表示装置を具現する効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５８】
　以下、当業者が本発明を容易に実施できる程度に本発明の望ましい実施形態を添付され
た図面を参照して詳しく説明すると、次のようである。
【００５９】
　ここで、明細書の全体を亘って類似の構成及び動作を有する部分に対しては同じ図面符
号を付した。また、ある部分が他の部分と電気的に連結されているとするとき、これは直
接的に連結されている場合だけでなく、その間に他の素子を介在して連結されている場合
も含む。
【００６０】
　図２には、本発明による有機電界発光表示装置の構成がブロック図として示されている
。
【００６１】
　図２に示されたように、有機電界発光表示装置１００は、走査駆動部１１０、データ駆
動部１２０、発光制御駆動部１３０、有機電界発光表示パネル１４０（以下、パネル）、
第１電源電圧供給部１５０、第２電源電圧供給部１６０、及び第３電源電圧供給部１７０
を含むことができる。
【００６２】
　前記走査駆動部１１０は、多数の走査線Ｓｃａｎ［１］、Ｓｃａｎ［２］、…、Ｓｃａ
ｎ［ｎ］を通じて前記パネル１４０に走査信号を順次印加することができる。
【００６３】
　前記データ駆動部１２０は、多数のデータ線Ｄａｔａ［１］、Ｄａｔａ［２］、…、Ｄ
ａｔａ［ｍ］を通じて前記パネル１４０にデータ信号を印加することができる。
【００６４】
　前記発光制御駆動部１３０は、多数の発光制御線Ｅｍ［１］、Ｅｍ［２］、…、Ｅｍ［
ｎ］を通じて前記パネル１４０に発光制御信号を順次印加することができる。
【００６５】
　また、前記パネル１４０は、行方向に配列されている多数の走査線Ｓｃａｎ［１］、Ｓ
ｃａｎ［２］、…、Ｓｃａｎ［ｎ］及び発光制御線Ｅｍ［１］、Ｅｍ［２］、…、Ｅｍ［
ｎ］と、列方向に配列される多数のデータ線Ｄａｔａ［１］、Ｄａｔａ［２］、…、Ｄａ
ｔａ［ｍ］と、前記多数の走査線Ｓｃａｎ［１］、Ｓｃａｎ［２］、…、Ｓｃａｎ［ｎ］
及びデータ線Ｄａｔａ［１］、Ｄａｔａ［２］、…、Ｄａｔａ［ｍ］と発光制御線Ｅｍ［
１］、Ｅｍ［２］、…、Ｅｍ［ｎ］によって定義される画素回路１４１（Ｐｉｘｅｌ）を
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含むことができる。
【００６６】
　ここで前記画素回路１４１は、隣接する２つの走査線（または発光制御線）と隣接する
２つのデータ線によって定義される画素領域に形成されることができる。勿論、上述した
ように、前記走査線Ｓｃａｎ［１］、Ｓｃａｎ［２］、…、Ｓｃａｎ［ｎ］には前記走査
駆動部１１０から走査信号が印加されることができ、前記データ線Ｄａｔａ［１］、Ｄａ
ｔａ［２］、…、Ｄａｔａ［ｍ］には前記データ駆動部１２０からデータ信号が印加され
ることができ、前記発光制御線Ｅｍ［１］、Ｅｍ［２］、…、Ｅｍ［ｎ］には前記発光制
御駆動部１３０から発光制御信号が印加されることができる。
【００６７】
　また、前記第１電源電圧供給部１５０ないし前記第３電源電圧供給部１７０は、前記パ
ネル１４０に備えられた各画素回路１４１に第１電源電圧ないし第３電源電圧を供給する
役割をする。
【００６８】
　図３は、本発明の一実施形態による有機電界発光表示装置の画素回路を示した回路図で
ある。以下説明する画素回路はすべて図２に示された有機電界発光表示装置１００のうち
の１つの画素回路１４１を意味する。
【００６９】
　図３に示されたように、有機電界発光表示装置の画素回路は、走査線Ｓｃａｎ［ｎ］、
以前走査線Ｓｃａｎ［ｎ－１］、データ線Ｄａｔａ［ｍ］、発光制御線Ｅｍ［ｎ］、第１
電源電圧線ＥＬＶＤＤ、第２電源電圧線ＥＬＶＳＳ、第３電源電圧線Ｖｉｎｉｔ、第１ス
イッチング素子Ｓ１、第２スイッチング素子Ｓ２、第３スイッチング素子Ｓ３、第４スイ
ッチング素子Ｓ４、第５スイッチング素子Ｓ５、第６スイッチング素子Ｓ６、第７スイッ
チング素子Ｓ７、第１容量性素子Ｃ１、第２容量性素子Ｃ２、駆動トランジスタＭ１、及
び有機電界発光素子ＯＬＥＤを含む。
【００７０】
　前記走査線Ｓｃａｎ［ｎ］は、発光させようとする有機電界発光素子ＯＬＥＤを選択す
る走査信号を前記第１スイッチング素子Ｓ１の制御電極に印加する役割をする。勿論、こ
のような走査線Ｓｃａｎ［ｎ］は、走査信号を生成する走査駆動部１１０（図２参照）に
電気的に連結される。
【００７１】
　前記以前走査線Ｓｃａｎ［ｎ－１］は、先に選択されるｎ－１番目の走査線を共通連結
して用いるという点でＳｃａｎ［ｎ－１］で示した。前記以前走査線Ｓｃａｎ［ｎ－１］
は、第４スイッチング素子Ｓ４の制御電極に電気的に連結されて第４スイッチング素子Ｓ
４を制御する。前記第４スイッチング素子Ｓ４は、第３電源電圧Ｖｉｎｉｔを第１容量性
素子Ｃ１と第２容量性素子Ｃ２に印加して保存されていた電圧を初期化させる。
【００７２】
　前記データ線Ｄａｔａ［ｍ］は、発光輝度に比例するデータ信号（電圧）を前記第１容
量性素子Ｃ１と前記駆動トランジスタＭ１に印加する役割をする。勿論、このようなデー
タ線Ｄａｔａ［ｍ］は、データ信号を生成するデータ駆動部１２０（図２参照）に電気的
に連結されることができる。
【００７３】
　前記発光制御線Ｅｍ［ｎ］は、実質的に前記有機電界発光素子ＯＬＥＤの発光時間を制
御できるように、前記第７スイッチング素子Ｓ７の制御電極に電気的に連結される。そし
て、第２スイッチング素子Ｓ２と第５スイッチング素子Ｓ５の制御電極に電気的に連結さ
れて第２スイッチング素子Ｓ２と第５スイッチング素子Ｓ５を制御する。勿論、このよう
な発光制御線Ｅｍ［ｎ］は、発光制御信号を生成する発光制御駆動部１３０（図２参照）
に電気的に連結される。
【００７４】
　前記第１電源電圧線ＥＬＶＤＤは、第１電源電圧を有機電界発光素子ＯＬＥＤに印加さ
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せる。勿論、このような第１電源電圧線ＥＬＶＤＤは、第１電源電圧を印加する第１電源
電圧供給部１５０（図２参照）に連結される。
【００７５】
　前記第２電源電圧線ＥＬＶＳＳは、第２電源電圧を有機電界発光素子ＯＬＥＤに印加さ
せる。勿論、このような第２電源電圧線ＥＬＶＳＳは、第２電源電圧を供給する第２電源
電圧供給部１６０（図２参照）に連結される。ここで、前記第１電源電圧は、通常前記第
２電源電圧に比べてハイレベル（ｈｉｇｈ ｌｅｖｅｌ）である。
【００７６】
　前記第３電源電圧線Ｖｉｎｉｔは、第３電源電圧を第１容量性素子Ｃ１と第２容量性素
子Ｃ２に印加させる。勿論、このような第３電源電圧線Ｖｉｎｉｔは、第３電源電圧を印
加する第３電源電圧供給部１７０（図２参照）に連結される。
【００７７】
　前記第１スイッチング素子Ｓ１は、第１電極が前記データ線Ｄａｔａ［ｍ］に電気的に
連結されて、第２電極が駆動トランジスタＭ１の第１電極に電気的に連結されて、制御電
極が走査線Ｓｃａｎ［ｎ］に電気的に連結される。このような第１スイッチング素子Ｓ１
は、走査線Ｓｃａｎ［ｎ］を通じて制御電極にローレベルの走査信号が印加されるとター
ンオンされ、データ信号を駆動トランジスタＭ１の第１電極に印加する。
【００７８】
　前記第２スイッチング素子Ｓ２は、第１電極が第２容量性素子Ｃ２と第３スイッチング
素子Ｓ３との間に電気的に連結されて、第２電極が第１電源電圧線ＥＬＶＤＤに電気的に
連結されて、制御電極が前記発光制御線Ｅｍ［ｎ］に電気的に連結される。このような第
２スイッチング素子Ｓ２は、発光制御線Ｅｍ［ｎ］を通じて制御電極にローレベルの発光
制御信号が印加されるとターンオンされ、第１電源電圧を第２容量性素子Ｃ２の第２電極
Ａに印加する。
【００７９】
　前記第３スイッチング素子Ｓ３は、第１電極が第７スイッチング素子Ｓ７と有機電界発
光素子ＯＬＥＤとの間に電気的に連結されて、第２電極が第２容量性素子Ｃ２と第２スイ
ッチング素子Ｓ２との間に電気的に連結されて、制御電極が前記走査線Ｓｃａｎ［ｎ］に
電気的に連結される。このような第３スイッチング素子Ｓ３は、走査線Ｓｃａｎ［ｎ］を
通じて制御電極にローレベルの走査信号が印加されるとターンオンされ、有機電界発光素
子ＯＬＥＤの閾値電圧を第２容量性素子Ｃ２の第２電極Ａに印加する。
【００８０】
　前記第４スイッチング素子Ｓ４は、第１電極が前記第１容量性素子Ｃ１と第２容量性素
子Ｃ２との間Ｂに電気的に連結されて、第２電極は第３電源電圧線Ｖｉｎｉｔに電気的に
連結されて、制御電極は以前走査線Ｓｃａｎ［ｎ－１］に電気的に連結される。このよう
な第４スイッチング素子Ｓ４は、以前走査線Ｓｃａｎ［ｎ－１］を通じて制御電極にロー
レベルの走査信号が印加されるとターンオンされ、第１容量性素子Ｃ１と第２容量性素子
Ｃ２に保存されていた電圧を初期化させる。
【００８１】
　前記第５スイッチング素子Ｓ５は、第１電極が駆動トランジスタＭ１の制御電極に電気
的に連結されて、第２電極が駆動トランジスタＭ１と第７スイッチング素子Ｓ７との間に
電気的に連結されて、制御電極は走査線Ｓｃａｎ［ｎ］に電気的に連結される。このよう
な第５スイッチング素子Ｓ５は、走査線Ｓｃａｎ［ｎ］を通じて制御電極にローレベルの
走査信号が印加されるとターンオンされ、駆動トランジスタＭ１をダイオード構造に連結
する。
【００８２】
　前記第６スイッチング素子Ｓ６は、第１電極が駆動トランジスタＭ１の第１電極に電気
的に連結されて、第２電極が第１電源電圧線ＥＬＶＤＤと第１容量性素子Ｃ１の第１電極
との間に電気的に連結されて、制御電極が発光制御線Ｅｍ［ｎ］に電気的に連結される。
このような第６スイッチング素子Ｓ６は、発光制御線Ｅｍ［ｎ］を通じて制御電極にロー
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レベルの発光制御信号が印加されるとターンオンされ、前記第１電源電圧線ＥＬＶＤＤの
第１電源電圧を前記駆動トランジスタＭ１に印加する。
【００８３】
　前記第７スイッチング素子Ｓ７は、第１電極が駆動トランジスタＭ１と第５スイッチン
グ素子との間に電気的に連結されて、第２電極が第３スイッチング素子Ｓ３の第１電極と
有機電界発光素子ＯＬＥＤのアノードとの間に電気的に連結されて、制御電極が発光制御
線Ｅｍ［ｎ］に電気的に連結される。このような第７スイッチング素子Ｓ７は、発光制御
線Ｅｍ［ｎ］を通じて制御電極にローレベルの発光制御信号が印加されるとターンオンさ
れ、駆動トランジスタＭ１から伝達された電流を有機電界発光素子ＯＬＥＤに印加する。
【００８４】
　前記第１容量性素子Ｃ１は、第１電極が第１電源電圧線ＥＬＶＤＤに電気的に連結され
て、第２電極は第２容量性素子Ｃ２の第１電極と駆動トランジスタＭ１の制御電極との間
に電気的に連結される。
【００８５】
　前記第２容量性素子Ｃ２は、第１電極が駆動トランジスタＭ１と第１容量性素子Ｃ１と
の間に電気的に連結されて、第２電極が第２スイッチング素子Ｓ２と第３スイッチング素
子Ｓ３との間に電気的に連結される。
【００８６】
　前記駆動トランジスタＭ１は、第１電極が前記第１電源電圧線ＥＬＶＤＤに電気的に連
結されて、第２電極が有機電界発光素子ＯＬＥＤのアノードに電気的に連結されて、制御
電極が前記第４スイッチング素子Ｓ４の第１電極に電気的に連結されることができる。こ
のような駆動トランジスタＭ１は、Ｐ型チャネルトランジスタであって制御電極を通じて
ローレベル（または負の電圧）のデータ信号が印加されるとターンオンされ、第１電源電
圧線ＥＬＶＤＤから一定量の電流を有機電界発光素子ＯＬＥＤの方に供給する役割をする
。勿論、前記ローレベル（または負の電圧）のデータ信号は、第１容量性素子Ｃ１と第２
容量性素子Ｃ２に印加されてそれを充電させるので、前記第１スイッチング素子Ｓ１がタ
ーンオフされるとしても一定時間前記第１容量性素子Ｃ１と第２容量性素子Ｃ２の充電電
圧によって前記駆動トランジスタＭ１の制御電極にローレベル（または負の電圧）のデー
タ信号が印加され続ける。
【００８７】
　ここで、前記駆動トランジスタＭ１は、非晶質シリコン薄膜トランジスタ、ポリシリコ
ン薄膜トランジスタ、有機薄膜トランジスタ、ナノ薄膜半導体トランジスタ、及びその等
価物のうち選択されたいずれか１つであり得るが、ここでその材質または種類は限定され
ない。
【００８８】
　また、前記駆動トランジスタＭ１がポリシリコン薄膜トランジスタである場合、これは
レーザー結晶化方法、金属誘導結晶化方法、及びその等価方法のうち選択されたいずれか
１つの方法で形成されることができるが、本発明において前記ポリシリコン薄膜トランジ
スタの製造方法は限定されない。
【００８９】
　参照として、前記レーザー結晶化方法は非晶質シリコンに、例えばエキシマレーザーを
照射して結晶化する方法であり、前記金属誘導結晶化方法は非晶質シリコンの上に、例え
ば金属を位置させて所定温度を加えて前記金属から結晶化が始まるようにする方法である
。
【００９０】
　さらに、前記金属誘導結晶化方法によって前記駆動トランジスタＭ１が製造された場合
、前記駆動トランジスタＭ１にはニッケル（Ｎｉ）、カドミウム（Ｃｄ）、コバルト（Ｃ
ｏ）、チタン（Ｔｉ）、パラジウム（Ｐｄ）、タングステン（Ｗ）、及びその等価物のう
ち選択されたいずれか１つがさらに含まれることができる。
【００９１】
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　前記有機電界発光素子ＯＬＥＤは、アノードが第７スイッチング素子Ｓ７と第３スイッ
チング素子Ｓ３との間に電気的に連結されて、カソードが第２電源電圧線ＥＬＶＳＳに電
気的に連結されることができる。このような有機電界発光素子ＯＬＥＤは、前記駆動トラ
ンジスタＭ１を通じて制御される電流によって所定の明るさで発光する役割をする。ここ
で、前記有機電界発光素子ＯＬＥＤは発光層ＥＭＬ（図１参照）を備えており、前記発光
層ＥＭＬは蛍光材料、燐光材料、その混合物、及びその等価物のうち選択されたいずれか
１つであり得る。ここで、前記発光層は、低分子または高分子のうち選択されたいずれか
１つを用いることができるが、ここでその材料は限定されない。前記低分子は材料特性が
広く知られており、開発が容易で早期量産が可能である。前記高分子は前記低分子に比べ
て熱的安全性が高くて機械的強度に優れ、自然色のような色感を有する。
【００９２】
　また、前記発光層は、発光メカニズムに応じて蛍光材料または燐光材料のうち選択され
たいずれか１つを用いることができる。前記蛍光材料は、ホスト材料としてトリス（８－
キノリノラト）アルミニウム錯体（Ａｌｑ３）、ビス（ベンゾキノリノラト）ベリリウム
錯体（ＢｅＢｑ２）、Ａｌｍｑ（４－ｍｅｔｈｙｌ－８－ｈｙｄｒｏｘｙｑｕｉｎｏｌｉ
ｎｅ）、ＢＡｌｑ、ヒドロキシフェニルオキサゾール、ヒドロキシフェニルジアゾール（
ＺｎＰＢＯ、ＺｎＰＢＴ）、アゾメチン金属錯体、ジスチリルベンゼン誘導体、ＤＴＶＢ
ｉ誘導体、ＤＳＢ誘導体、及びこれらの等価物質を用いることができる。また、蛍光材料
のゲスト材料としてクマリン誘導体、ＤＣＭ（ｄｉｃｙａｎｏｍｅｔｈｙｌｅｎｅ）、キ
ナクリドン、ルブレン、ペリレン、及びこれらの等価物質を用いることが可能であるが、
これらに本発明は限定されない。
【００９３】
　そして、燐光材料の場合は、Ｂｔｐ２Ｉｒ（ａｃａｃ）、Ｉｒ（ｐｐｙ）３、Ｉｒ（ｔ
ｈｐｙ）３、Ｉｒ（ｔ５ｍ－ｔｈｐｙ３）、Ｉｒ（ｔ－５ＣＦ３－ｐｙ）３、Ｉｒ（ｔ－
５ｔ－ｐｙ）３、Ｉｒ（ｍｔ－５ｍｔ－ｐｙ）３、Ｉｒ（ｂｔｐｙ）３、Ｉｒ（ｔｆｌｐ
ｙ）３、Ｉｒ（ｐｉｑ）３、及びＩｒ（ｔｉｑ）３を含むＩｒ化合物と、その他にも、白
金、金、オスミウム（Ｏｓｍｉｕｍ）、Ｒｕ、Ｒｅ錯体、及びこれらの等価物を用いるこ
とができる。しかし、ここで前記発光層ＥＭＬの材質または種類は限定されない。
【００９４】
　また、前記発光層ＥＭＬは、赤色発光材料、緑色発光材料、青色発光材料、その混合物
質、及びその等価物のうち選択されたいずれか１つであり得るが、ここでその材質または
種類は限定されない。
【００９５】
　このとき、駆動トランジスタ及びスイッチング素子の結晶化方法としては、多結晶シリ
コンに結晶化するエキシマレーザーを使ったレーザー結晶化方法（ＥＬＡ）と、金属触媒
を使った金属触媒結晶化方法（ＭＩＣ）と、固相結晶化（ＳＰＣ）方法などがある。これ
らの他にも、従来のレーザー結晶化方法にマスクを追加して使うＳＬＳ方法がある。また
、非晶質シリコンと多結晶シリコン間の結晶粒の大きさを有するマイクロシリコンに結晶
化する結晶粒方法には、大きく熱結晶化方法とレーザー結晶化方法がある。
【００９６】
　前記マイクロシリコンは、結晶粒の大きさが１ｎｍないし１００ｎｍであるものを通常
言う。前記マイクロシリコンの電子移動度は１から５０以下であり正孔移動度は０．０１
から０．２以下であることが特徴である。前記マイクロシリコンは、前記多結晶シリコン
に比べて結晶粒が小さいことが特徴であって、ポリシリコンに比べて結晶粒間の突出部領
域が小さく形成されて結晶粒間に電子が移動する場合に遮ることがなく、均一な特性を示
すことができる。
【００９７】
　前記マイクロシリコンに結晶化する前記熱結晶化方法は、非晶質シリコンを蒸着すると
同時に結晶化構造を得る方法と再加熱方法がある。
【００９８】
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　前記マイクロシリコンに結晶化する前記レーザー結晶化方法は、非晶質シリコンを化学
真空蒸着方法で蒸着してからレーザーを用いて結晶化する方法であるが、この際に用いら
れるレーザーの種類は主にダイオードレーザーがある。前記ダイオードレーザーは、主に
８００ｎｍ帯赤色波長を用いて、前記赤色波長はマイクロシリコン結晶質の均一な結晶化
に寄与する役割をする。
【００９９】
　前記多結晶シリコンに結晶化する前記レーザー結晶化方法は、薄膜トランジスタを多結
晶シリコンに結晶化する方法のうち最も多く用いられている。従来の多結晶液晶表示装置
の結晶化方法をそのまま用いることができるだけでなく、工程方法が簡単であり工程方法
に関する技術開発が完了した状態である。
【０１００】
　前記多結晶シリコンに結晶化する前記金属触媒結晶化方法は、前記レーザー結晶化方法
を使わずに低温で結晶化できる方法のうちの１つである。初期には非晶質シリコン（ａ－
Ｓｉ）の表面に金属触媒金属であるＮｉ、Ｃｏ、Ｐｄ、Ｔｉなどを蒸着あるいはスピンコ
ートして前記金属触媒金属が前記非晶質シリコンの表面に直接浸透し、前記非晶質シリコ
ンの相を変化させながら結晶化する方法であって、低温で結晶化できる長所がある。
【０１０１】
　前記金属触媒結晶化方法の他の１つは、前記非晶質シリコンの表面に金属層を介在させ
る際にマスクを用いて、前記薄膜トランジスタの特定領域にニッケルシリサイドのような
汚染物の介在を最大限抑制することができる長所がある。前記結晶化方法を金属触媒誘導
側面結晶化方法（ＭＩＬＣ）と言う。前記金属触媒誘導側面結晶化方法に用いられるマス
クとしては、シャドーマスクが用いられるが、前記シャドーマスクは線形マスクあるいは
点型マスクであり得る。
【０１０２】
　前記金属触媒結晶化方法のさらに他の１つは、前記非晶質シリコン表面に金属触媒層を
蒸着あるいはスピンコートする際に、キャッピング層をまず介在させて前記非晶質シリコ
ンに流入される金属触媒量をコントロールする金属触媒誘導キャッピング層結晶化方法（
ＭＩＣＣ）がある。前記キャッピング層としては、シリコン窒化膜を使うことができる。
前記シリコン窒化膜の厚さに応じて前記金属触媒層から前記非晶質シリコンに流入される
金属触媒量が変わる。このとき、前記シリコン窒化膜に流入される金属触媒は前記シリコ
ン窒化膜の全体に形成されることもでき、シャドーマスクなどを用いて選択的に形成され
ることもできる。前記金属触媒層が、前記非晶質シリコンを多結晶シリコンに結晶化され
た以後、選択的に前記キャッピング層を除去することができる。前記キャッピング層の除
去方法には、湿式エッチング方法あるいは乾式エッチング方法を使うことができる。
【０１０３】
　付け加えて、前記多結晶シリコンが形成された後にゲート絶縁膜を形成し、前記ゲート
絶縁膜上にゲート電極を形成する。前記ゲート電極上に層間絶縁膜を形成することができ
る。前記層間絶縁膜上にビアホールを形成した後、不純物を前記ビアホールを通じて結晶
化された多結晶シリコン上に投入して、内部の形成された金属触媒不純物を追加的に除去
することができる。前記金属触媒不純物を追加的に除去する方法をゲッタリング工程と言
う。前記ゲッタリング工程には、前記不純物を注入する工程の他、低温で薄膜トランジス
タを加熱する加熱工程がある。前記ゲッタリング工程を通じて良質の薄膜トランジスタを
具現することができる。
【０１０４】
　図４には、図３に示された有機電界発光表示装置の画素回路の駆動タイミング図が示さ
れている。図４のように有機電界発光表示装置の画素回路の駆動タイミング図は、初期化
期間Ｔ１を示す図５、第１遅延期間Ｄ１、データ書込み期間Ｔ２を示す図６、第２遅延期
間Ｄ２及び発光期間Ｔ３を示す図７を含む。ここで、本発明の一実施形態による有機電界
発光表示装置の画素回路の動作について図５ないし図７を参照して説明する。
【０１０５】
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　図５には、図３に示された画素回路における初期化期間Ｔ１中の画素回路の動作が示さ
れている。
【０１０６】
　前記初期化期間Ｔ１は、以前走査線Ｓｃａｎ［ｎ－１］に電気的に連結された画素回路
にローレベルの走査信号が印加されて第４スイッチング素子Ｓ４がターンオンされる。タ
ーンオンされた第４スイッチング素子Ｓ４により、第３電源電圧Ｖｉｎｉｔが駆動トラン
ジスタの制御電極に伝達される。このとき第１容量性素子Ｃ１に保存されていた電圧と第
２容量性素子Ｃ２に保存されていた電圧、すなわち、第１駆動トランジスタの制御電極の
電圧が初期化される。
【０１０７】
　そして、前記初期化期間Ｔ１とデータ書込み期間Ｔ２間に、第１遅延期間Ｄ１は前記走
査線Ｓｃａｎ［ｎ］の走査信号がハイレベルに維持された状態でデータ線Ｄａｔａ［ｍ］
のデータ電圧ＶＤＡＴＡが前記走査線Ｓｃａｎ［ｎ］に連結された画素回路に対応するデ
ータ電圧ＶＤＡＴＡに変更される。もし第１遅延期間Ｄ１がなければ、現在のデータ電圧
ＶＤＡＴＡが印加される前に前記走査線Ｓｃａｎ［ｎ］の走査信号がローレベルになる場
合に、データ線Ｄａｔａ［ｍ］に印加されていた以前データ電圧が第１スイッチング素子
Ｓ１を通じて駆動トランジスタＭ１に印加されることができるため第１遅延期間Ｄ１が必
要である。
【０１０８】
　図６には、図３に示された画素回路におけるデータ書込み期間Ｔ２中の画素回路の動作
が示されている。
【０１０９】
　前記データ書込み期間Ｔ２は、走査線Ｓｃａｎ［ｎ］に電気的に連結された画素回路に
ローレベルの走査信号が印加されて第１スイッチング素子Ｓ１、第３スイッチング素子Ｓ
３、及び第５スイッチング素子Ｓ５がターンオンされる。
【０１１０】
　前記第１スイッチング素子Ｓ１はターンオンされてデータ線Ｄａｔａ［ｍ］のデータ信
号が駆動トランジスタに印加される。前記第３スイッチング素子Ｓ３はターンオンされて
有機電界発光素子ＯＬＥＤの閾値電圧ＶＴＨＯＬＥＤが第２容量性素子Ｃ２の第２電極Ａ
に印加される。駆動トランジスタは、第５スイッチング素子Ｓ５がターンオンされてダイ
オード構造に連結される。このとき駆動トランジスタがダイオード構造に連結されて駆動
トランジスタＭ１の閾値電圧ＶＴＨとデータ電圧ＶＤＡＴＡとの差にあたる電圧が駆動ト
ランジスタの制御電極である第１容量性素子Ｃ１と第２容量性素子Ｃ２との間Ｂに印加さ
れ、駆動トランジスタＭ１の閾値電圧は補償される。
【０１１１】
　次に、データ書込み期間Ｔ２と発光期間Ｔ３間に、第２遅延期間Ｄ２は前記発光制御線
Ｅｍ［ｎ］の発光制御信号がローレベルになる以前に、前記走査線Ｓｃａｎ［ｎ］の走査
信号がハイレベルになって一定時間維持される。これは画素回路動作の際、各素子の遅延
によって発生できる遅延現象による有機電界発光素子の発光誤謬現象を防止するためであ
る。
【０１１２】
　図７には、図３に示された画素回路における発光期間Ｔ３中の画素回路の動作が示され
ている。
【０１１３】
　前記発光期間Ｔ３は、発光制御線Ｅｍ［ｎ］に電気的に連結された画素回路にローレベ
ルの発光制御信号が印加され、第２スイッチング素子Ｓ２、第６スイッチング素子Ｓ６、
及び第７スイッチング素子Ｓ７がターンオンされる。
【０１１４】
　前記第２スイッチング素子は、ターンオンされて第２容量性素子の第２電極Ａに第１電
源電圧ＥＬＶＤＤを印加する。このとき、第２容量性素子の第２電極Ａの電圧変化量（Ｔ
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２→Ｔ３）は数式１のようである。
【０１１５】
【数１】

【０１１６】
　ここで、ＥＬＶＤＤは第１電源電圧であって、ＶＴＨＯＬＥＤは有機電界発光素子ＯＬ
ＥＤの閾値電圧である。すなわち、発光期間Ｔ３の電圧ＥＬＶＤＤとデータ書込み期間Ｔ
２の電圧ＶＴＨＯＬＥＤとの差で表現することができる。
【０１１７】
　前記第２容量性素子Ｃ２の第２電極Ａの電圧変化で駆動トランジスタＭ１の制御電極、
すなわち第１容量性素子Ｃ１と第２容量性素子Ｃ２との間Ｂの電圧変化量（Ｔ２→Ｔ３）
は数式２のようである。
【０１１８】
【数２】

【０１１９】
　前記第６スイッチング素子Ｓ６はターンオンされて駆動トランジスタＭ１に第１電源電
圧ＥＬＶＤＤを印加する。そして、前記第７スイッチング素子Ｓ７はターンオンされて駆
動トランジスタＭ１のゲート－ソース電圧ＶＧＳに対応する電流ＩＯＬＥＤが有機電界発
光素子ＯＬＥＤに供給されて発光する。この電流ＩＯＬＥＤは数式３のようである。
【０１２０】

【数３】

【０１２１】
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　ここで、ＥＬＶＤＤは第１電源電圧、ＶＧは駆動トランジスタＭ１の制御電極（ゲート
）電圧、ＶＳは駆動トランジスタＭ１のソース電圧、ＶＴＨＯＬＥＤは有機電界発光素子
ＯＬＥＤの閾値電圧、ＶＤＡＴＡはデータ電圧、ＶＴＨは駆動トランジスタＭ１の閾値電
圧である。
【０１２２】
　数式３に表されたように、有機電界発光素子ＯＬＥＤが劣化して閾値電圧ＶＴＨＯＬＥ

Ｄが増加すると、有機電界発光素子ＯＬＥＤの駆動電流ＩＯＬＥＤが増加して有機電界発
光素子ＯＬＥＤに印加される。これにより有機電界発光素子ＯＬＥＤの効率が低下させら
れると、有機電界発光素子ＯＬＥＤに印加される駆動電流ＩＯＬＥＤが増加して有機電界
発光素子ＯＬＥＤの効率の低下を防止する。したがって、有機電界発光素子ＯＬＥＤの効
率が低下して発生する残像現象を抑制することができる。
【０１２３】
　そして、数式３に表されたように、有機電界発光素子ＯＬＥＤに印加される駆動電流Ｉ

ＯＬＥＤはデータ書込み期間Ｔ２に保存されていた駆動トランジスタＭ１のゲート電圧（
ＶＤＡＴＡ－｜ＶＴＨ｜）によって駆動トランジスタＭ１の閾値電圧は相殺されて駆動電
流ＩＯＬＥＤから消えるようになる。これにより、それぞれの画素回路１４１（図２参照
）の有機電界発光素子ＯＬＥＤは、それぞれの駆動トランジスタＭ１の閾値電圧ＶＴＨの
差と関係ない同じ輝度で発光するようになり、高階調の有機電界発光表示装置を具現する
ことができる。
【０１２４】
　図８には、本発明の他の実施形態による有機電界発光表示装置の画素回路が示されてい
る。以下、説明する画素回路はすべて図２に示された有機電界発光表示装置１００のうち
の１つの画素回路１４１を意味する。
【０１２５】
　図８に示されたように、本発明の他の実施形態による画素回路は第４スイッチング素子
Ｓ４を除けば一実施形態と同じ構造を有する。一実施形態と異なる部分を中心に詳しく説
明すると、前記第４スイッチング素子Ｓ４の第１電極は駆動トランジスタＭ１の制御電極
に電気的に連結されて、第２電極と制御電極は以前走査線Ｓｃａｎ［ｎ－１］にダイオー
ド構造に電気的に連結されることができる。このような第４スイッチング素子Ｓ４は、タ
ーンオンされて以前走査信号を駆動トランジスタの制御電極に伝達する。第１容量性素子
Ｃ１と第２容量性素子Ｃ２に保存されていた電圧が初期化される。
【０１２６】
　図９には、図８に示された画素回路の駆動タイミング図が示されている。本発明の他の
実施形態による有機電界発光表示装置の画素回路の動作は、初期化期間Ｔ１を除けば図３
に示された一実施形態による画素回路の動作と同じである。一実施形態と異なる部分を中
心に説明すると、初期化期間Ｔ１に以前走査線Ｓｃａｎ［ｎ－１］からローレベルの走査
信号が印加されることで第４スイッチング素子Ｓ４がターンオンされる。ターンオンされ
た第４スイッチング素子Ｓ４によって以前走査線Ｓｃａｎ［ｎ－１］の走査信号が、第１
駆動トランジスタの制御電極に伝達される。このとき、第１容量性素子Ｃ１に保存されて
いた電圧と第２容量性素子Ｃ２に保存されていた電圧、すなわち駆動トランジスタＭ１の
制御電極の電圧が初期化される。
【０１２７】
　以上の説明は、本発明による有機電界発光表示装置を実施するための１つの実施形態に
過ぎず、本発明は前記の実施形態に限定されることなく、特許請求の範囲で請求するとこ
ろのように本発明の要旨を逸脱せずに当業者であれば誰でも多様な変更実施が可能な範囲
まで本発明の技術的真意があると言えるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１２８】
【図１】通常の有機電界発光素子を示した概路図。
【図２】本発明による有機電界発光表示装置の構成を示したブロック図。
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【図３】本発明の一実施形態による有機電界発光表示装置の画素回路を示した回路図。
【図４】図３に示された画素回路の駆動タイミング図。
【図５】図３に示された画素回路で初期化期間Ｔ１中の画素回路の動作を示した図。
【図６】図３に示された画素回路でデータ書込み期間Ｔ２中の画素回路の動作を示した図
。
【図７】図３に示された画素回路で発光期間Ｔ３中の画素回路の動作を示した図。
【図８】本発明の他の実施形態による有機電界発光表示装置の画素回路を示した回路図。
【図９】図８に示された画素回路の駆動タイミング図。
【符号の説明】
【０１２９】
　１００　有機電界発光表示装置
　１１０　走査駆動部
　１２０　データ駆動部
　１３０　発光制御駆動部
　１４０　有機電界発光表示パネル
　１４１　有機電界発光素子
　１５０　第１電源電圧供給部
　１６０　第２電源電圧供給部
　１７０　第３電源電圧供給部
　Ｄａｔａ［ｍ］　データ線
　Ｓｃａｎ［ｎ］　走査線
　Ｓｃａｎ［ｎ－１］　以前走査線
　Ｅｍ［ｎ］　発光制御線
　ＥＬＶＤＤ　第１電源電圧線
　ＥＬＶＳＳ　第２電源電圧線
　Ｖｉｎｉｔ　第３電源電圧線
　Ｍ１　駆動トランジスタ
　Ｓ１　第１スイッチング素子
　Ｓ２　第２スイッチング素子
　Ｓ３　第３スイッチング素子
　Ｓ４　第４スイッチング素子
　Ｓ５　第５スイッチング素子
　Ｓ６　第６スイッチング素子
　Ｓ７　第７スイッチング素子
　Ｃ１　第１容量性素子
　Ｃ２　第２容量性素子



(22) JP 2008-216962 A 2008.9.18

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(23) JP 2008-216962 A 2008.9.18

【図９】



(24) JP 2008-216962 A 2008.9.18

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ          　　　　　

Ｆターム(参考) 5C080 AA06  BB05  CC03  DD05  DD29  EE28  EE29  FF03  FF11  HH09 
　　　　 　　        JJ02  JJ03  JJ04  JJ06 



专利名称(译) 有机发光显示器

公开(公告)号 JP2008216962A 公开(公告)日 2008-09-18

申请号 JP2007181320 申请日 2007-07-10

[标]申请(专利权)人(译) 三星斯笛爱股份有限公司

申请(专利权)人(译) 三星エスディアイ株式会社

[标]发明人 金陽完

发明人 金 陽完

IPC分类号 G09G3/30 G09G3/20 H01L51/50

CPC分类号 G09G3/3233 G09G2300/0819 G09G2300/0852 G09G2320/043 G09G2320/045

FI分类号 G09G3/30.J G09G3/20.624.B G09G3/20.670.K G09G3/20.611.H G09G3/20.641.D H05B33/14.A 
G09G3/20.670.J G09G3/3233 G09G3/3266 G09G3/3275 G09G3/3291

F-TERM分类号 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC31 3K107/EE03 3K107/HH04 3K107/HH05 5C080/AA06 5C080
/BB05 5C080/CC03 5C080/DD05 5C080/DD29 5C080/EE28 5C080/EE29 5C080/FF03 5C080/FF11 
5C080/HH09 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ06 5C380/AA01 5C380/AB06 5C380
/AB21 5C380/AB22 5C380/AB23 5C380/AB25 5C380/AB34 5C380/BA39 5C380/BD02 5C380/BD05 
5C380/BD11 5C380/CA12 5C380/CA53 5C380/CB01 5C380/CB17 5C380/CB26 5C380/CB33 5C380
/CC06 5C380/CC07 5C380/CC26 5C380/CC33 5C380/CC39 5C380/CC52 5C380/CC55 5C380/CC61 
5C380/CC64 5C380/CD028 5C380/CE04 5C380/DA02 5C380/DA06 5C380/DA47 5C380/DA50

代理人(译) 渡边 隆
村山彦

优先权 1020070020736 2007-03-02 KR

其他公开文献 JP4680964B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种有机电致发光显示器，其通过调节传输到有机
电致发光元件的电流量并且补偿驱动晶体管的阈值电压来抑制由于有机
电致发光元件的效率降低引起的余像现象。ŽSOLUTION：有机发光显示
器包括第一开关元件，其包括电连接到扫描线并且在数据线和第一源电
压线之间的控制电极，驱动晶体管，电连接在第一源电压线和第二源电
压之间线，第二开关元件，包括电耦合到发光控制线并且在第一源电压
线和驱动晶体管之间的控制电极，第三开关元件，包括电耦合到扫描线
并且在第二开关元件之间的控制电极驱动晶体管，电耦合在驱动晶体管
的第一源电压线和控制电极之间的第一电容器，电耦合在第一电容器和
第二开关元件之间的第二电容器，以及电耦合的电致发光元件在驱动晶
体管之间d第二个源电压线。Ž

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b155fa00-3cdf-4620-8406-3f985dea0a18
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039319622/publication/JP2008216962A?q=JP2008216962A

